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Необходимость решения проблем исчерпаемости традиционных источников энергии и ухудшения экологии Земли привела к появлению и развитию новой перспективной области фотовольтаики – солнечных элементов на основе объемного гетероперехода, образованного оксидными полупроводниками n- и p-типа электропроводности. Использование в качестве рабочих областей фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) тонких пленок оксидов металлов позволяет снизить стоимость получаемого элемента. Недостатком такого типа ФЭП является более низкий КПД, нежели у кремниевых. Однако ФЭП на основе наноструктурированных оксидных полупроводников обладают рядом преимуществ: не окисляются под влиянием внешнего воздействия; экологически безопасное производство, эксплуатация и утилизация; реагенты доступны, методы получения просты и экономичны [1].

Среди оксидных материалов с дырочным типом электропроводности особое место занимает оксид никеля (NiO). NiO является широкозонным полупроводником с Eg≈3,69 эВ, изменяющейся в зависимости от толщины пленки [2]. Тонкие пленки NiO находят широкое применение в качестве активных областей газовых сенсоров, фотовольтаических приборов, могут играть важную оптическую роль в повышении производительности солнечных батарей [2, 3].
Среди методов формирования тонких пленок оксида никеля наиболее простым и экономичным методом является двухкратная пропитка водными растворами SILAR (Successive Immersion Layer Adsorption Reaction – создание слоев путем адсорбционных реакций методом последовательных погружений). Данный метод представляет собой совокупность циклов, состоящих из повторяющихся этапов: адсорбции анионов или катионов из раствора на подложке, химической реакции, высушивании и промывки. Промывка в растворителе является необходимым условием синтеза слоев SILAR методом для удаления избытка реагентов и продуктов реакций, что позволяет прецизионно регулировать толщину растущего слоя. Метод не требует высоких температур и пониженных давлений, поскольку осаждение слоев происходит в водных растворах. В данной работе подложки помещались на 30 с в 0,1 М раствор, содержащий комплекс ([Ni(NH3)4]2+), который создавал тонкий слой на поверхности подложки. Затем для формирования слоя оксида никеля подложки погружались в горячую воду (90°С), далее сушились на воздухе в течение 1 мин, после чего погружались в дистиллированную воду комнатной температуры на 30 с. 
Полученные слои были исследованы с помощью электронной и атомно-силовой микроскопии (АСМ). С помощью проводящих методик АСМ были получены вольт-амперные характеристики (ВАХ) полученных тонких пленок, позволяющие определить ширину запрещенной зоны и тип электропроводности пленок. Растровая электронная микроскопия позволила изучить морфологию полученных тонких слоев. 
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